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ELEKTRIK / DOGRU AKIM VE ALTERNATIF AKIM b
UE3050301 AC DIiRENCI UE3050301

f frekans alternatif akimiyla bir devrede C kapasiteli kapasitoriin D E G E R L E N D | R |V| E

karmasik direnci (empedans) asagidaki gibidir: U
Tiim direncin biyukligu (empedans) Z; =I—° frekansin fya

o) X, =- 1 ) da kapasitif direncin X_ = mfC fonksiyoﬁu olarak gosterilebilir.
i-0-C Dusik frekanslarda seri devrenin direnci kapasitif dirence tekabdil
Acisal frekans @ =2mn-f eder ve dislik paralel devrelerin direnciyse omh direncine karsilik
Kapasitdri ve ohm direnci R olan seri devrelerde asagidaki direng gelir. Eger ohm ve kapasitif direng degerleri ayniysa evre kaymasi
goéralar: 0° ve 90° ve esitlik 45° arasindadir.
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Paralel devre asagidaki toplam dirence baglanabilir 10000 —

1

3) zZ, =

° 1
j-w-C+— +
R 1000

/ D E N E Y A M A G Bunu tanimlamanin yaygin yolu asagidaki gibidir:

PROSEDURLERI Kapasitif ve direncli yiiklii bir devre AC direncinin belirlenmesi 100 4
@ Z=2,-expli-¢)

« Seri baglantili devreler icin frekan- ; ; " |
sin fonksiyonu olarak tiim direncin Bu da ! 10 100 1000 X/ Q 10000
blyuklugini ve evresini belirleyin . 1+(0)-C»R)2 Sekil 3: Seri devreler igin tim direng

OZET 5) z=t——— -exp(i-@;)

« Paralel baglantili devreler igin frekan- AC devrelerinde yalnizca ohm direnci degil kapasitif yliklere bagh olarak ortaya ¢ikan direng
sin fonksiyonu olarak tiim direncin de dikkate alinmalidir. Bu ikisinin kombinasyonu seri ya da paralel baglanabilir. Bunun da hem oldugunda tangg =_w-(1.‘»R olur
blyuklugini ve evresini belirleyin akimin hem de gerilimin evresi ve buyukligl tizerinde etkisi vardir. Bu deneyde oskiloskop ve ve

50 ve 2000 Hz arasinda frekansl alternatif akim saglayan fonksiyon jeneratori kullanilarak bu
durum incelenecektir. (6) Z, = %»exp(i«pp)
1+(0-C-R)
oldugunda tang, =-0-C-R.

GEREKLI CIHAZLAR

Bu deneyde 50 ve 2000 Hz arasinda ayarlanmis f frekansli AC gerilimi

Miktar Cihazlar Uriin no saglayan fonksiyon jeneratdru kullanilmistir. Gerilim U ve akim / oski- Sekil 4: Seri devreler icin evre kaymasi
’ - ——— T loskop lzerinde kaydedilir. Bu vasitayla akim / kiiglik yardimci direng
fegeniericin Fisll Fano karsisinda gerilim duistisii seklinde gosterilir. Bu da ilgili diren¢ Z Z/Q
1 Rezistans 10 1012903 karsisinda gerilimin gercek bilesenlerine izin verir. 1000
1 Rezistans 100 Q 1012910
1 Elektrolitik Kapasite 10 pF 1012957 @) U=U, -exp(i-0-t) 100+
1 Kapasite 1012955
1 e 1012953 Ortaya ¢ikan akim asagidaki gibidir: Wl
1 Fonksiyon Jeneratorii FG 100 (230 V, 50/60 Hz) 1009957 veya ®) = Z—°~exp(i~(u)~t—(p))
Fonksiyon Jeneratorii FG 100 (115 V, 50/60 Hz) 1009956 o . , , , ,
1 USB Osiloskop 2x50 MHz 1017264 =ly-exp(i-(0-t =) ! 10 190 100 ™™
D) HF kablosu, BNC/4 mm soket 1002748 Io ve U bytklukleri ve evre kaymasi ¢ oskiloskoptan okunabilir. Sekil 5: Paralel devreler igin tiim direng
1 Takim 15 deney kablosu, 75 cm 1 mm?2 1002840
R
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AC devrelerinde, kapasitorlii devrelerdeki direnci tanimlamak i¢in karmasik sayilarin kullanil-
masi yaygindir ¢linkli hesaplamayi kolaylastirir. Ayrica yalnizca akim ve gerilimin blyukligu R, ItyR,
degil ikisi arasindaki evre iligkileri de dikkate alinmasi gereken bir faktoérdiir (bu karmasik J
diren¢ empedans olarak adlandirilir). Seri ve paralel bagl devrelerde hem ohm hem de kapa- 0"10 1(’)0 10’00 P
sitif diren¢ her iki durumda da yalnizca gercek bilesen 6lgiilse bile kolaylikla tanimlanabilir. Sekil 1: Seri devreler igin 6lgtim Sekil 2: Paralel devreler igin Sekil 6: Paralel devreler icin evre kaymasi X

kurulumu olgiim kurulumu



